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［緒言］有機半導体は，軽量で柔軟，安価な作製プロセスが可能であるなどの特長を有し，次世

代エレクトロニクス材料として期待され，基礎から応用まで広く研究されている．近年，精力的

な研究により，正孔移動度が 10 cm2/Vs を上回る p 型有機半導体が多く報告されている．有機エ

レクトロニクスの実用化には，p 型有機半導体と合わせてコンプレメンタリー回路を実現するた

めの n型有機半導体が必要であるが，現状では p型有機半導体に比べて開発が遅れている．近年，

ペリレンジイミド(PDI)やナフタレンジイミド(NDI)を主骨格とする n 型有機半導体で高い電子移

動度が報告された．しかしながら，これらの PDIや NDIなどの n型有機半導体分子は、主骨格の

みでは溶解性と安定性が乏しく、有機半導体の強みである印刷プロセスを適用しにくい問題があ

った．そこで，本研究では，新たな n 型有機半導体としてベンゾ [c]チオフェンジイミド(BTDI)

とその誘導体を新たに合成し，基礎物性および伝導特性の評価を行ったので報告する． 

［実験と結果］BTDI骨格は，他のジイミド誘導体と同様に，窒素上に官能基を簡単に導入でき

る特長を有している．また，ダイポールを持たない NDIに比べて，ベンゾ[c]チオフェンのダイポ

ールを有する BTDIは溶解度が向上することが期待できる．さらに，LUMO準位が NDI(–3.77 eV

よりも BTDI(–4.17 eV)の方が深く，大気下でのデバイ

ス安定性と電子注入が容易に起こることが期待できる．

実際， N原子上をシクロヘキシル基に置換したシクロ

ヘキシル BTDI について，単結晶トランジスタを作製

し，特性を評価したところ，0.31 cm2/Vsの電子移動度

を示した．本発表では，他の誘導体を用いたトランジ

スタ評価の結果も併せて発表する予定である． 
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